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ダイヤモンドライクカーボン(DLC)は、sp2炭素、sp3炭素、および水素で構成されるアモルファス材料であ

る。我々はこれまで、独自の光電子制御プラズマ CVD (PA-PECVD)法を用いて DLC 薄膜を合成してきた。

PA-PECVD では、基板から放出される多量の光電子を初期電子として利用しており、結果として安定した

電圧でプラズマを再現かつプラズマを光照射部位に局所化させて電流密度を正確に見積もることができる。

PA-PECVD では α 作用が支配するタウンゼント放電プラズマを活性化でき、これを光電子制御タウンゼント

放電(PATD)と呼んでいる。従来のタウンゼント放電電流に比較して、PATD ではその約 10,000 倍の大きさ

が得られるため、nm/min オーダーの精密で実用的な成膜が可能となる。本精密成膜を活用して異元素を

制御ドーピングすることにより、さらなる DLC 物性の開拓が

期待できる。これまで我々は Figure (a)のように PATD を利用

して、Si 基板上に二酸化炭素をドーパントとして酸素をサン

ドイッチ状にドーピングした複合膜の作製に成功した。酸素

は炭素材料に対してエッチングないしアッシングの懸念があ

るが、PATD 下ではそのような構造破壊なくドーピングするこ

とができた。この複合膜の絶縁破壊電界は Figure (b)に示す

ように、SiO2 の値(10 MV/cm)を超える非常に絶縁性の大き

いものとなった。本発表では、酸素の影響をより詳細に調べ

るために、酸素ドープ層のみの膜を成膜した。当日は、薄膜

構造と電気特性の評価を行い、本ドーピング構造の可能性

について議論を行う。 
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Figure. (a) Schematic of an oxygen 

nano-doped DLC film by CO2 addition; 

(b) Breakdown strength (EBD) of the 

films in positive and negative 

polarizations as a function of CO2 flow 

in the doped layer synthesis. 
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